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JProtecdes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada;
JProtecdo contra Sobretens3do na Saida;

JProtecdo contra Sobrecarga na Saida.
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Exclo ds Enqebaro de Loren:
1 — Corrente de Partida (Inrush): Uma corrente de partida em
_torno de 50 A durante 5 ms!!!
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Excra de Exqerbria d Laeno

1 — Corrente de Partida (Inrush):
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= &—> [ O NTC é um termistor com coeficiente de

“““ ° temperatura negativo.

O Sua resisténcia inicial é alta.

L Com circulagdo de corrente e aumento da

L temperatura sua resisténcia diminui.

L Assim a corrente de partida fica limitada
sem afetar drasticamente a eficiéncia.
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Exclo de Engebario de Lien

2 — Protecdo contra curto-circuito:
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada ot

Escela de Engenbaria de Lorena
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HH
NTC RALTTIEED
. L
Lo-—9—9 YY) 99—/ > I
Se—-- : 10 { ESS===c
: BEH e
' \ NN
i — LR L
Transorb 2 = - _—— E \\ \\\\\
; g IEEREEEEEEE
/ & IEIEN I N ERiE!
f c {1 (AR
, o iR
,* — £ \ L
NG 1 ? 0. t-. \\ \\\
MOV H_ O tempo de ruptura do fusivel \\\\\
L = deve considerar a corrente de
partida. 001 SR
A \\\\
J:_O ¢ 0.001
0.05 0A1 1 10 100 500

current in amperes

Emerson G. Melo — Departamento de Engenharia de Materiais - Polo Urbo-Industrial, Gleba Al-6, Lorena, SP 12612-550, Brasil




EEL-CSH

Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Exclo de Enteri de Lorens

D 3 — P rote gé O contra trans | entes d e ten Sé O: direct effect coupling caused by electromagnetic pulse
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Excra de Exqerbria d Laeno

13 — Protecdo contra transientes de tensao:
Transient Voltage Supression (TVS) Diode
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N Diodo Zener, porém, seu tempo de resposta
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Excia de Exqebaric de Lres
3 — Protecdo contra transientes de tensao: Metal Oxide Varistor (MOV)
NTC O Sua resisténcia diminui a partir de uma
o o .
Lo—F— oo LYYV o ¢ i — tensao de limiar.
K L Modelo equivalente composto por dois
N diodos Zeneres conectados em série.
/ — L Seu tempo de atuacdo é maior que do TVS.
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Protecoes contra Curto-Circuito e Transientes de Entrada Excla ds Enqebarc de Lorn:
3 — Protecdo contra transientes de tensao: Centelhador — Gas Discharge Tube (GDT)
NTC O Abre um arco voltaico através do gas
Lo—fF—1 o+ ._.;f_f\_r? *—o i — guando a tensao excede determinado
K limite.
K 1 Tem as vantagens de grande capacidade de
/ — condugdo de corrente e altissima
fransorb 2x° T !f T _— impedancia em operac¢do normal.
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Escela de Engenbaria de Lorena

Protecao contra Sobretensao na Saida

] Sobretensdes na saida das fontes de alimentacdo geralmente ocorrem devido
a defeitos do circuito de regulacdo/chaveamento ou desconexao da carga.
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Protecao contra Sobrecarga na Saida

(] Sobrecargas na saida da fonte de alimentacdao podem ocorrer devido a
problemas nos circuitos subsequentes.
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Protecao contra Sobrecarga na Saida
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Escela de Engenbaria de Lorena

 Tipos de protecdo contra sobrecarga:

Desarme e Reinicio

Mormal Onverload

l oparation / condition
V _L

COwerload
removed

Emerson G. Melo — Departamento de Engenharia de Materiais - Polo Urbo-Industrial, Gleba Al-6, Lorena, SP 12612-550, Brasil



EEL-CSH

Prote¢ao contra Sobrecarga na Saida

 Tipos de protecdo contra sobrecarga:

Limite de Poténcia

Constant

\v.v‘ Woltane
! Constant

Fower

Constant
Current or frip
& restart
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Prote¢ao contra Sobrecarga na Saida

 Tipos de protecdo contra sobrecarga:

Limite de Corrente
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Protecao contra Sobrecarga na Saida

 Tipos de protecdo contra sobrecarga:

Limite de Corrente tipo Fold-back
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